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(57) Abstract: The invention relates to an optoelectronic component (100) having a first lead frame section (110) and a housing body
(120), wherein the housing body (120) adjoins the first lead frame section (110). A sealing material (130) is arranged on the first
lead frame section (110) and is at least partially covered by the housing body (120). An optoelectronic semiconductor chip (150) is
arranged on the first lead frame section (110), which is at least partially covered with a potting material (160). The potting material
(160) adjoins the first lead frame section (110) and the housing body (120). The invention also relates to a method for producing such
an optoelectronic component.

(57) Zusammenfassung: Ein optoelektronisches Bauelement (100) mit einem ersten Leiterrahmenabschnitt (110) und einem Gehdu-
sekorper (120), wobei der Gehdusekdrper (120) an den ersten Leiterrahmenabschnitt (110) angrenzt. Ein Dichtmaterial (130) ist auf
dem ersten Leiterrahmenabschnitt (110) angeordnet und zumindest teilweise vom Gehédusekdrper (120) bedeckt. Auf dem ersten Lei-
terrahmenabschnitt (110) ist ein optoelektronischer Halbleiterchip (150) angeordnet, der zumindest teilweise mit einem Vergussmate-
rial (160) bedeckt ist. Das Vergussmaterial (160) grenzt an den ersten Leiterrahmenabschnitt (110) und an den Gehéusekdrper (120)
an. Ein Verfahren zur Herstellung eines solchen optoelektronischen Bauelements.
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OPTOELEKTRONISCHES BAUELEMENT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG
EINES OPTOELEKTRONISCHEN BAUELEMENTS

BESCHREIBUNG

Die Erfindung betrifft ein optoelektronisches Rauelement und
ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Rau-
elements. Bei der Herstellung von optoelektronischen Bauele-
menten koénnen optoelektronische Halbleiterchips auf einen
Leiterrahmenabschnitt montiert und der Leiterrahmenabschnitt

mit einem Spritzgusskdrper umspritzt werden.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2016 108 369.0, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Ebenso ist es moglich, zunachst aus dem Leiterrahmenabschnitt
und einem Spritzgussmaterial einen Gehdusekdrper herzustel-
len, in den anschlieRend der optoelektronische Halbleiterchip

eingesetzt wird.

Der optoelektronische Halbleiterchip kann dabei ein licht-
emittierender Halbleiterchip sein. Die Halbleiterchips konnen
mit einem Vergussmaterial, beispielsweise aus Silikon beste-
hend, bedeckt werden. Dabei kann es vorkommen, dass zwischen
dem Material des Gehdusekdrpers und dem Leiterrahmen ein
FlieBkanal vorhanden ist, durch den das Vergussmaterial auf
die Rickseite des Leiterrahmenabschnitts und damit auf die
Gehduseunterseite gelangen kann. Es kann passieren, dass das
Vergussmaterial die Riickseite des Leiterrahmenabschnitts ab-
deckt und so eine elektrische Kontaktierung des optoelektro-

nischen Bauelements erschwert.

Eine Aufgabe der Erfindung ist es, ein optoelektronisches
Bauelement zur Verfiigung zu stellen, bei dem ein Durchtritt
von Vergussmaterial durch FlieRkandle zwischen dem Leiterrah-

menabschnitt und dem Gehdusekdrper verhindert oder zumindest
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erschwert wird. Dadurch wird die Qualitat der optoelektroni-

schen Bauelemente verbegssert.

Diese Aufgabe wird mit dem optoelektronischen Rauelement und
dem Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Rau-
elements der unabhdngigen Patentanspriiche geldst. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den abhdngigen Patentan-

sprichen angegeben.

Ein optoelektronisches Rauelement weist einen ersten Leiter-
rahmenabschnitt und einen Gehdusekdrper auf. Der Gehdusekdr-
per grenzt dabei an den ersten Leiterrahmenabschnitt an. Auf
dem ersten Leiterrahmenabschnitt ist ein Dichtmaterial ange-
ordnet, wobei das Dichtmaterial zumindest teilweise vom Ge-
hausekorper bedeckt ist. Dies kann bedeuten, dass das Dicht-
material komplett zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt
und dem Gehdusekdrper angeordnet ist. Andererseits ist es
ebenso mdglich, dass Teile des Dichtmaterials nicht vom Ge-
hausekdrper oder dem ersten Leiterrahmenabschnitt bedeckt
sind, sondern in BRezug auf den ersten Leiterrahmenabschnitt
und den Gehdusekdrper freiliegen. Auf dem ersten Leiterrah-
menabschnitt ist ein optoelektronischer Halbleiterchip ange-
ordnet. Dieser optoelektronische Halbleiterchip ist zumindest
teilweise mit einem Vergussmaterial bedeckt. Das Vergussmate-
rial grenzt zusatzlich an den ersten Leiterrahmenabschnitt
und an den Gehausekdrper an. Durch das zwischen dem Gehause-
kérper und dem ersten Leiterrahmenabschnitt angeordnete
Dichtmaterial wird das Durchdringen von eventuell beim Pro-
duktionsprozess des optoelektronischen Bauelements aufgetre-
tenen FlielRkandlen zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt
und dem Gehdusekdrper verhindert oder zumindest erschwert.
Das Dichtmaterial dichtet also etwa entstandene FlieBkandle
zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt und dem Gehausekdr-

per ab oder verhindert ein Entstehen von FlieBkanadlen.

In einer Ausfihrungsform weist das Dichtmaterial eine mecha-
nische Vorspannung auf. Durch die mechanische Vorspannung des

Dichtmaterials wird eine verbesserte Abdichtung zwischen dem
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ersten Leiterrahmenabschnitt und dem Dichtmaterial sowie zwi-
schen dem Dichtmaterial und dem Gehausekdrper bewirkt. Die
Vorspannung des Dichtmaterials kann beispielsweise dadurch
erzeugt werden, dass das Dichtmaterial eine gewisse Elastizi-
tdt aufweist und vom ersten Leiterrahmenabschnitt und dem Ge-
hausekdrper zusammengedriickt wird. Durch das Zusammendriicken
des Dichtmaterials werden selbst kleinere FlieBkandle, die
sich zwischen dem Leiterrahmenabschnitt und dem Dichtmaterial
beziehungsweise dem Dichtmaterial und dem Gehadusekdbrper erge-
ben, durch das Dichtmaterial verschlossen und abgedichtet, so
dass kein oder weniger Vergussmaterial zwischen dem Gehéduse-
kérper und dem ersten Leiterrahmenabschnitt hindurchgelangen
kann. Dadurch wird die Abdichtung zwischen dem ersten Leiter-
rahmenabschnitt und dem Gehdusekdrper verbessert, so dass
kein oder nur wenig Vergussmaterial auf die Rickseite des Ge-

hausekdrpers gelangen kann.

Ein weiterer Vorteil der Vorspannung des Dichtmaterials ist,
dass dadurch eventuell unterschiedliche thermische Ausdeh-
nungskoeffizienten von Gehausekdrper und erstem Leiterrahmen-
abschnitt ausgeglichen werden kdonnen. Sollten Gehausekorper
und erster Leiterrahmenabschnitt unterschiedliche thermische
Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, fihren Temperaturanderun-
gen zu Spannungen im Gehduse. Ein unter Vorspannung stehendes
Dichtmaterial kann dann die durch die unterschiedlichen Aus-
dehnungskoeffizienten bedingte unterschiedliche Ausdehnung
von Gehausekdrper und erstem Leiterrahmenabschnitt bei einer
Temperaturanderung ausgleichen, indem sich das elastische
Dichtmaterial sowohl an den Gehdusekdrper als auch an den

ersten Leiterrahmenabschnitt anschmiegt.

Bei einer starren Verbindung zwischen Gehdusekdrper und ers-
tem Leiterrahmenabschnitt koénnten sonst bei thermischer Aus-
dehnung Scherkrédfte, die zu einer Trennung von Gehdusekérper
und erstem Leiterrahmenabschnitt fihren konnten, groler sein
als die Adhésion. Dies kann durch das elastische Dichtmateri-

al ausgeglichen werden.
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In einer Ausfihrungsform ist das Dichtmaterial korrosionsbe-
standig gegeniber Sauerstoff und/oder Schwefelwasserstoff.
Sollte sich aufgrund einer thermischen Ausdehnung oder aus
sonstigen Griinden der Gehdusekdrper vom ersten Leiterrahmen-
abschnitt abldsen, kann wahrend des Produktionsprozesses
Schwefelwasserstoff oder generell Sauerstoff aus der Luft an
das Dichtmaterial gelangen. Durch die Korrosionsbestandigkeit
des Dichtmaterials gegeniilber Sauerstoff und/oder Schwefelwas-
serstoff kann dann eine Korrosion des Dichtmaterials vermie-
den werden. Korrosionsbestdandig bedeutet in diesem Zusammen-
hang, dass das Dichtmaterial von Sauerstoff beziehungsweise
Schwefelwasserstoff nicht chemisch verandert wird oder durch
eine chemische Veradnderung eine korrodierte Schicht an einer
Oberfldache des Dichtmaterials entsteht, wobei die korrodierte
Schicht an der Oberflache einen Rest des Dichtmaterials vom
Sauerstoff beziehungsweise Schwefelwasserstoff abschirmt und
die korrodierte Schicht eine Stadrke von maximal einem Zehntel

der Dicke des Dichtmaterials aufweist.

In einer Ausfihrungsform ist die mechanische Haftung zwischen
dem Dichtmaterial und dem ersten Leiterrahmenabschnitt groéBer
als die mechanische Haftung zwischen dem Gehdusekorper und
dem ersten Leiterrahmenabschnitt. Dies fihrt dazu, dass etwa
auftretende FlieBRBkandle zwischen dem Gehausekdrper und dem
ersten Leiterrahmenabschnitt um das Dichtmaterial herum ge-
fiihrt werden. Dadurch wird der FlieRkanal verlangert und das
Vergussmaterial muss zusdtzlich um das Dichtmaterial herum
flieBen, um auf die Gehduseunterseite zu gelangen. Dadurch
wird der Durchfluss des Vergussmaterials durch die FlieBkana-
le erschwert, wodurch sich eine verbesserte Abdichtung

ergibt.

In einer Ausfihrungsform weist das Dichtmaterial einen recht-
eckigen Querschnitt auf. Ein rechteckiger Querschnitt des
Dichtmaterials ist vorteilhaft, da dadurch eine einfache Ge-
staltung des Dichtmaterials moglich ist. Das Dichtmaterial
kann beispielsweise als flachiges Element, insbesondere als

Folie, auf den ersten Leiterrahmenabschnitt aufgebracht und
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anschlieRBend ausgestanzt werden. Dadurch kann der rechteckige

Querschnitt des Dichtmaterials entstehen.

In einer Ausfihrungsform ist das Dichtmaterial an einem Rand
des ersten Leiterrahmenabschnitts angeordnet und uUberragt den
Rand des ersten Leiterrahmenabschnitts. Durch diese Anordnung
kann der Weg des FlieBkanals, also der Weg, den das Verguss-
material zwischen dem Gehdusekdrper und dem ersten Leiterrah-
menabschnitt durchdringen miisste, verlangert werden. Dadurch
wird die Abdichtung zwischen dem Gehadusekdrper und dem ersten

Leiterrahmenabschnitt fir das Vergussmaterial verbessert.

In einer Ausfihrungsform ist das Dichtmaterial als Folie aus-
gebildet. Dies ist besonders vorteilhaft, da eine Folie ein-
fach flédchig auf den ersten Leiterrahmenabschnitt aufgebracht
werden kann. Ebenso ist es moéglich, die Folie auf wenigstens
einen Leiterrahmen, der den ersten Leiterrahmenabschnitt und
eventuell einen weiteren Leiterrahmenabschnitt enthalt, auf-
zubringen und so mehrere Leiterrahmenabschnitte mit Dichtma-

terial zu vorzusehen.

In einer Ausfihrungsform ist das Dichtmaterial elektrisch
isolierend ausgestaltet. Dies ist vorteilhaft, wenn das
Dichtmaterial an weitere stromfithrende Bauteile des opto-
elektronischen Bauelements angrenzt und verhindert werden
soll, dass ein Kurzschluss zwischen dem ersten Leiterrahmen-
abschnitt und weiteren stromfiihrenden Elementen des opto-

elektronischen Bauteils auftritt.

In einer Ausfihrungsform weist das Dichtmaterial einen Kunst-
stoff, ein Leiterplattenmaterial oder einen schwer entflamm-
baren Verbundwerkstoff auf. Die Materialien eignen sich gut
als Dichtmaterial, insbesondere wenn sie zusatzlich elastisch

sind.

In einer Ausfihrungsform ist das Dichtmaterial umlaufend um
den optoelektronischen Halbleiterchip auf dem ersten Leiter-

rahmenabschnitt angeordnet. Durch die umlaufende Anordnung
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des Dichtmaterials um den optoelektronischen Halbleiterchip
wird auch eine umlaufende Abdichtung fiir das Vergussmaterial
zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt und dem Gehausekdr-

per erreicht.

In einer Ausfihrungsform bilden der erste Leiterrahmenab-
schnitt und der Gehdusekdrper eine Kavitat. Der optoelektro-
nische Halbleiterchip ist innerhalb der Kavitdt angeordnet.
Die Kavitdt ist zumindest teilweise mit dem Vergussmaterial
gefiillt. Das Vergussmaterial kann dabei beispielsweise einen
Konverter oder andere optische Elemente wie beispielsweise

Streupartikel fir das optoelektronische Bauelement enthalten.

In einer Ausfihrungsform weist das Bauelement einen zweiten
Leiterrahmenabschnitt auf. Der Gehdusekdrper grenzt an den
zweiten Leiterrahmenabschnitt an. Das Dichtmaterial grenzt
sowohl an den ersten als auch an den zweiten Leiterrahmenab-
schnitt an und ist mit beiden Leiterrahmenabschnitten verbun-
den. Der zweite Leiterrahmenabschnitt kann beispielsweise flr
die elektrische Kontaktierung eines zweiten elektrischen Kon-
taktes des optoelektronischen Halbleiterchips verwendet wer-
den. Durch das Dichtmaterial, das ebenfalls an den zweiten
Leiterrahmenabschnitt angrenzt, wird auch das Durchdringen
von FlieBkandlen zwischen dem zweiten Leiterrahmenabschnitt
und dem Geh&dusekdrper durch das Dichtmaterial ebenfalls er-

schwert oder verhindert.

In einer Ausfihrungsform weist das Bauelement einen zweiten
Leiterrahmenabschnitt auf. Der Gehdusekdrper grenzt an den
zweiten Leiterrahmenabschnitt an. Der zweite Leiterrahmenab-
schnitt weist ein weiteres Dichtmaterial auf, wobei durch das
weitere Dichtmaterial eine verbesserte Abdichtung zwischen
dem zweiten Leiterrahmenabschnitt und dem Gehidusekdrper be-
wirkt wird. In dieser Ausfiithrungsform sind das Dichtmaterial
und das weitere Dichtmaterial nicht miteinander verbunden.
Der zweite Leiterrahmenabschnitt weist also ein eigenes, wei-

teres Dichtmaterial auf, welches die Abdichtung von FlieBka-
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nalen zwischen dem zweiten Leiterrahmenabschnitt und dem Ge-

hausekorper tUbernimmt.

Ein Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau-
elements wird durchgefithrt, indem zundchst ein Leiterrahmen-
abschnitt bereitgestellt wird. AnschlieRBend wird ein Dichtma-
terial auf den Leiterrahmenabschnitt aufgebracht. Ein Materi-
al wird derart geformt, dass das Material einen GehausekoOrper
bildet. Das Material grenzt dabei an den Leiterrahmenab-
schnitt und das Dichtmaterial an. AnschlieBend wird ein opto-
elektronischer Halbleiterchip auf den Leiterrahmenabschnitt
aufgebracht. Abschlielend wird der optoelektronische Halb-
leiterchip mit einem Vergussmaterial bedeckt. Durch das Auf-
bringen des Dichtmaterials kann eine verbesserte Abdichtung
zwischen dem Leiterrahmenabschnitt und dem Gehdusekdrper er-

reicht werden.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens wird der Leiterrah-

menabschnitt dadurch bereitgestellt, dass zunadchst eine Plat-
te bereitgestellt wird, wobei die Platte anschlieBend in ei-
nen Leiterrahmen mit mehreren Leiterrahmenabschnitten struk-
turiert wird. Das Strukturieren kann z.B. durch einen Stanz-
prozess, einen Atzprozess, einen Laserstrukturierungsprozess

erfolgen.

In einem Ausfihrungsbeispiel erfolgt das Strukturieren der
Platte vor dem Aufbringen des Dichtmaterials. Das bedeutet,
dass die Platte zunachst in den Leiterrahmen mit den Leiter-
rahmenabschnitten strukturiert wird. AnschlieRend wird das
Dichtmaterial auf einen oder mehrere der Leiterrahmenab-

schnitte aufgebracht.

In einer Ausfihrungsform des Verfahrens erfolgt das Struktu-
rieren der Platte erst nach dem Aufbringen des Dichtmateri-
als. Das bedeutet, dass zunadchst eine Platte bereitgestellt
wird, auf die das Dichtmaterial aufgebracht wird. Anschlie-
Bend wird die Platte in einen Leiterrahmen mit Leiterrahmen-

abschnitten strukturiert.
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In einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren zusatzlich die
Schritte des flachigen Aufbringens des Dichtmaterials und des
Strukturierens des Dichtmaterials. Dadurch kann beispielswei-
se eine Folie, die als Dichtmaterial vorgesehen ist, flachig
auf die Platte oder den Leiterrahmen mit den Leiterrahmenab-
schnitten aufgebracht werden. Die Folie kann dann struktu-
riert werden, damit sich die gewlinschte Form des Dichtmateri-

als ergibt.

In einer Ausfihrungsform erfolgt das flachige Aufbringen des
Dichtmaterials durch Auflegen einer Folie auf einen oder meh-
rere Leiterrahmenabschnitte oder die Platte, bevor die Platte

in Leiterrahmenabschnitte strukturiert wurde.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-
spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-

tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 ein optoelektronisches Bauelement;

Fig. 2 ein optoelektronisches Bauelement mit einem
Dichtmaterial mit rechteckigem Querschnitt;

Fig. 3 ein optoelektronisches Bauelement, bei dem das
Dichtmaterial einen Rand des ersten Leiterrah-
menabschnitts Uberragt;

Fig. 4 einen Querschnitt durch ein optoelektronisches

Bauelement;

Fig. 5 und 6 ein optoelektronisches Bauelement, bei dem das
Dichtmaterial an zwei Leiterrahmenabschnitte

angrenzt;
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Fig. 7 und 8 ein optoelektronisches Bauelement, bei dem Jje-
der Leiterrahmenabschnitt Dichtmaterial auf-

weilst;

Fig. 9 bis 14 ein Herstellungsverfahren fir ein optoelektro-

nisches Bauelement;

Fig. 15 einen Leiterrahmen fiir ein optoelektronisches

Bauelement; und

Fig. 16 einen Leiterrahmen mit Dichtmaterial.

Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ein optoelektronisches
Bauelement 100. Das optoelektronische Bauelement 100 weist
einen ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und einen Gehausekor-
per 120 auf. Der erste Leiterrahmenabschnitt 110 kann dabei
einstickig oder aus mehreren Schichten ausgebildet sein. Der
Gehausekdrper 120 grenzt dabei an den ersten Leiterrahmenab-
schnitt 110 an. Ein Dichtmaterial 130 ist zwischen dem ersten
Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehausekdrper 120 angeord-
net. Das Dichtmaterial 130 ist dabei teilweise vom Gehause-
kérper 120 bedeckt. Ferner weist das Dichtmaterial 130 einen
trapezfdormigen Querschnitt auf. Auf dem ersten Leiterrahmen-
abschnitt 110 ist ein optoelektronischer Halbleiterchip 150
angeordnet. Der optoelektronische Halbleiterchip 150 ist mit
einem Vergussmaterial 160 teilweise bedeckt. Das Vergussmate-
rial 160 grenzt ebenfalls an den ersten Leiterrahmenabschnitt
110, den Gehausekdrper 120 und das Dichtmaterial 130 an. Das
Dichtmaterial 130 grenzt also an den ersten Leiterrahmenab-
schnitt 110, den Gehdusekorper 120 und das Vergussmaterial
160 an.

Es ist méglich, dass das Vergussmaterial 130 statt des tra-
pezfdrmigen Querschnittes auch einen anderen Querschnitt auf-
weist. Dieser andere Querschnitt kann beispielsweise ein run-
der, halbrunder, konvexer, konkaver oder dreieckiger Quer-
schnitt sein. Auch andere Querschnitte sind mdglich. Ebenso

ist es moglich, dass das Dichtmaterial 130 komplett zwischen
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dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehdusekdrper

120 angeordnet ist, ohne das Vergussmaterial 160 zu berihren.

Das Dichtmaterial 130 ist dabei eingerichtet, etwaige FlieB-
kandle zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem
Gehdusekdrper 120 abzudichten, so dass kein Vergussmaterial

zwischen dem Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehdusekorper
120 auf die Unterseite 101 des optoelektronischen Bauelements

hindurchgelangen kann.

Das Dichtmaterial 130 kann umlaufend um den optoelektroni-
schen Halbleiterchip 130 angeordnet sein. Ebenso ist es mog-
lich, dass das Dichtmaterial 130 U-formig, den optoelektroni-
schen Halbleiterchip 130 teilweise umlaufend angeordnet ist.
Ferner kann das Dichtmaterial 130 linear auf dem ersten Lei-
terrahmenabschnitt 120 angeordnet sein und z.B. nur entlang

einer Seite des Halbleiterchips 130 angeordnet sein.

Das Dichtmaterial 130 kann auch so angeordnet sein, dass der
erste Leiterrahmenabschnitt 110 und der Gehdusekdrper 120 das
Dichtmaterial 130 im Wesentlichen umschlieBen und das Ver-
gussmaterial 160 nur im Bereich von eventuell auftretenden

FlieBkandlen mit dem Dichtmaterial 130 in Verbindung steht.

Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres optoelekt-
ronisches Bauelement 100. Das optoelektronische Bauelement
100 weist wiederum einen ersten Leiterrahmenabschnitt 110,
einen Gehdusekdrper 120, ein Dichtmaterial 130, einen opto-
elektronischen Halbleiterchip 150 und ein Vergussmaterial 160
auf. Der Gehadusekdrper 120 bildet zusammen mit dem ersten
Leiterrahmenabschnitt 110, der in den Gehdusekdrper 120 inte-
griert ist, eine Kavitat 125, in der der optoelektronische
Halbleiterchip 150 angeordnet ist. Ferner ist die Kavitat 125
teilweise mit dem Vergussmaterial 160 gefiillt. Das Dichtmate-
rial 130 ist an einem Rand 111 des ersten Leiterrahmenab-
schnitts 110 angeordnet und weist einen rechteckigen Quer-
schnitt auf. Das Dichtmaterial 130 kann dabei umlaufend um

den optoelektronischen Halbleiterchip 150 oder nicht umlau-
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fend um den optoelektronischen Halbleiterchip 150 ausgebildet
sein. Das Dichtmaterial 130 ist wiederum eingerichtet, das
Ausbilden von FlielRkandlen zwischen dem ersten Leiterrahmen-

abschnitt 110 und dem Gehausekdrper 120 zu erschweren.

Das Dichtmaterial 130 ist vom ersten Leiterrahmenabschnitt
110 und vom Gehausekorper 120 begrenzt und grenzt aulerhalb
von eventuell vorhandenen FlieRkandlen nicht an das Verguss-
material 160 an. Es ist jedoch ebenso moéglich, dass das
Dichtmaterial 130 analog zu Fig. 1 sowohl an den ersten Lei-
terrahmenabschnitt 110 als auch an den Gehdusekorper 120 und

das Vergussmaterial 160 angrenzt.

Die Dichtwirkung des Dichtmaterials 130 kann dadurch erreicht
werden, dass das Dichtmaterial 130 unter einer mechanischen
Vorspannung steht und zwischen dem ersten Leiterrahmenab-
schnitt 110 und dem Gehausekdrper 120 zusammengedrickt wird.
Das Dichtmaterial fillt dabei kleinste Zwischenraume zwischen
dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehausekorper
120 auf und ermdglicht so die Abdichtung zwischen dem ersten
Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Geh&dusekdrper 120 derart,
dass kein oder nur wenig Vergussmaterial 160 am Dichtmaterial
130 vorbei und zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110
und dem Gehausekorper auf die Unterseite 101 des optoelektro-

nischen Bauelements 100 gelangen kann.

Es kann vorgesehen sein, dass durch die mechanische Vorspan-
nung das Dichtmaterial 130 um 5 % bis 15 %, bevorzugt um 10 %
zusammengedriickt, eine Abmessung des Dichtmaterials 130 also

< <

um 5 % bis 15 %, bevorzugt um 10 % verringert wird.

In einem weiteren Ausfihrungsbeispiel ist die mechanische
Haftung zwischen dem Dichtmaterial 130 und dem ersten Leiter-
rahmenabschnitt 110 groRer als die mechanische Haftung zwi-
schen dem Gehdusekdrper 120 und dem ersten Leiterrahmenab-
schnitt 110. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht wer-
den, dass der Gehausekdrper 120 und das Dichtmaterial 130 aus

verschiedenen Materialien bestehen. Dadurch miisste das Ver-
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gussmaterial, wenn es durch einen FlieBkanal zwischen dem
ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehausekorper 120
hindurchflieRt, um das Dichtmaterial 130 herumflieBen und so-
mit, fiir den Fall, dass ein FlieBRkanal zwischen dem ersten
Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehdusekdrper 120 vorhanden
ist, einen la@ngeren Weg zurlicklegen, wie wenn kein Dichtmate-
rial 130 vorgesehen ware. Dadurch wird die Abdichtung wvon
FlieBkandlen zwischen dem Gehausekdrper 120 und dem ersten

Leiterrahmenabschnitt 110 verbessert.

Fig. 3 zeigt weiteren Querschnitt durch ein optoelektroni-
sches Bauelement 100, das im Wesentlichen dem optoelektroni-
schen Bauelement 100 der Fig. 2 entspricht. Im Gegensatz zu
Fig. 2 ist in diesem Ausfiihrungsbeispiel das Dichtmaterial so
an dem Rand 111 des ersten Leiterrahmenabschnitts 110 ange-
ordnet, dass das Dichtmaterial 130 den Rand 111 des ersten
Leiterrahmenabschnitts 110 dUberragt. Dadurch wird der Weg flr
das Vergussmaterial 160 zwischen dem ersten Leiterrahmenab-

schnitt 110 und dem Gehdusekorper 120 weiter verlangert.

Das Dichtmaterial 130 kann dabei um mindestens 5 %, bevorzugt
mindestens 15 %, insbesondere bevorzugt mindestens 35 % der
Breite des Dichtmaterials 130 iiber den Rand 111 des ersten

Leiterrahmenabschnitts hinausragen.

Ebenfalls in Fig. 3 dargestellt ist mit einer gestrichelten
Linie der Bereich, der im Querschnitt die Fig. 4 ergibt. Fig.
4 zeigt, dass um einen auBeren Randbereich herum ein Gehause-
kérper 120 angeordnet ist. In den Gehdusekorper 120 ist das
Dichtmaterial 130 integriert. In der Mitte, innerhalb der
durch den Gehdusekdrper 120 gebildeten Kavitat 125, befindet
sich ein optoelektronischer Halbleiterchip 150, der mit einem
Vergussmaterial 160 umschlossen ist. Das Vergussmaterial 160
befindet sich in dieser Querschnittsebene also zwischen dem
optoelektronischen Halbleiterchip 150 und dem Gehausekorper
120.
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Das Dichtmaterial 130 ist dabei umlaufend um den optoelektro-
nischen Halbleiterchip 150 angeordnet. In einem Ausfihrungs-
beispiel ist das Dichtmaterial 130 als Folie ausgebildet. In
einem Ausfiihrungsbeispiel ist das Dichtmaterial elektrisch
isolierend ausgebildet. In einem Ausfiihrungsbeispiel weist
das Dichtmaterial einen Kunststoff, ein Leiterplattenmaterial

oder einen schwer entflammbaren Verbundwerkstoff auf.

Fig. 5 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres optoelekt-
ronisches Bauelement 100. Das optoelektronische Bauelement
100 weist einen zweiten Leiterrahmenabschnitt 112 auf, der
ebenfalls in den GehdusekOrper 120 integriert ist. Das Dicht-
material 130 grenzt dabei sowohl an den ersten Leiterrahmen-
abschnitt 110 als auch an den zweiten Leiterrahmenabschnitt
112 an. Ein optoelektronischer Halbleiterchip 150 ist inner-
halb einer durch den Gehausekdrper 120 und die Leiterrahmen-
abschnitte 110, 112 gebildeten Kavitat 125 angeordnet. Ein
Bonddraht 151 dient dazu, den optoelektronischen Halbleiter-
chip 150 zusédtzlich mit dem zweiten Leiterrahmenabschnitt 112
elektrisch zu kontaktieren. Die Kavitat 125 ist mit einem

Vergussmaterial 160 verfiallt.

In einem mittleren Bereich zwischen den Leiterrahmenabschnit-
ten 110, 112 grenzt das Dichtmaterial 130 an die Leiterrah-
menabschnitte 110, 112, den Gehausekorper 120 und das Ver-
gussmaterial 160 an. Alternativ kann vorgesehen sein, dass
das Dichtmaterial 120 in diesem Bereich von den Leiterrahmen-
abschnitten 110, 112 und dem Gehdusekdrper 120 umschlossen

ist.

Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf den ersten Leiterrahmenab-
schnitt 110, den zweiten Leiterrahmenabschnitt 112 und das
Dichtmaterial 130 der Fig. 5, wobei der Gehausekdrper 120 und
der optoelektronische Halbleiterchip 150 noch nicht an bzw.
auf dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 angeordnet sind. Das
Dichtmaterial 130 ist dabei im Wesentlichen in der Form einer
Acht auf den Randern der Leiterrahmenabschnitte 110, 112 an-

geordnet und grenzt sowohl an den ersten Leiterrahmenab-



10

15

20

25

30

35

WO 2017/191267 PCT/EP2017/060677

schnitt 110 als auch an den zweiten Leiterrahmenabschnitt 112
an. In diesem Fall kann das Dichtmaterial 130 aus einem
elektrisch isolierenden Material bestehen, um einen Kurz-
schluss zwischen dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem

zwelten Leiterrahmenabschnitt 112 zu vermeiden.

Das Dichtmaterial 130 ist umlaufend um beide Leiterrahmenab-
schnitte 110, 112 angeordnet und Uberragt den Rand der Lei-
terrahmenabschnitte 110, 112.

Die Fig. 7 zeigt einen Querschnitt durch ein weiteres Ausfih-
rungsbeispiel eines optoelektronischen Bauelements 100 mit
einem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und einem zweiten Lei-
terrahmenabschnitt 112. Das Ausfihrungsbeispiel der Fig. 7
entspricht im Wesentlichen der Fig. 5. Das Dichtmaterial 130
ist jedoch nur auf dem ersten Leiterrahmenabschnitt 110 ange-
ordnet, wahrend ein weiteres Dichtmaterial 131 an den zweiten
Leiterrahmenabschnitt 112 angrenzt. Die beiden Leiterrahmen-
abschnitte 110, 112 weisen also zwei getrennte Dichtmateria-
lien 130, 131 auf, die jeweils flir die Abdichtung fir das
Vergussmaterial 160 zwischen den Leiterrahmenabschnitten 110,
112 und dem GehausekoOrper 120 sorgen. Dabei konnen die Dicht-
materialien 130, 131 identisch oder verschieden sein. Die
Dichtmaterialien 130, 131 kénnen als Folie und/oder
elektrisch isolierend ausgebildet sein. Ferner kdnnen die
Dichtmaterialien 130, 131 einen Kunststoff, ein Leiterplat-
tenmaterial oder einen schwer entflammbaren Verbundwerkstoff
aufweisen. Die Dichtmaterialien 130, 131 konnen umlaufend um
die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 oder nicht-umlaufend aus-

gebildet sein.

In einem mittleren Bereich zwischen den Leiterrahmenabschnit-
ten 110, 112 grenzt das Dichtmaterial 130 an den ersten Lei-
terrahmenabschnitt 110 und den Gehdusekdrper 120 an und ist
vom ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und dem Gehdusekdrper
120 vollstandig umschlossen. Das weitere Dichtmaterial 131
grenzt an den zweiten Leiterrahmenabschnitt 112 und den Ge-

hausekdorper 120 an und ist vom zweiten Leiterrahmenabschnitt
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112 und dem GehausekoOrper 120 vollstandig umschlossen. Alter-
nativ koénnen die Dichtmaterialien 130, 131 auch nicht voll-
standig vom Gehdusematerial 120 und den Leiterrahmenabschnit-
ten 110, 112 umschlossen sein und an das Vergussmaterial 160

angrenzen.

Fig. 8 zeigt eine Draufsicht auf die Leiterrahmenabschnitte
110, 112 mit den Dichtmaterialien 130, 131 der Fig. 7. Die
Dichtmaterialien 130, 131 sind dabei jeweils am Rand der Lei-
terrahmenabschnitte 110, 112 angeordnet und um den Leiterrah-
menabschnitt 110, 112 umlaufend, ohne dass die Dichtmateria-
lien 130, 131 sich beriihren.

Das Dichtmaterial 130 ist umlaufend um den ersten Leiterrah-
menabschnitt 110 angeordnet und lberragt den Rand des ersten
Leiterrahmenabschnitts 110. Das weitere Dichtmaterial 131 ist
umlaufend um den zweiten Leiterrahmenabschnitt 112 angeordnet

und lberragt den Rand des zweiten Leiterrahmenabschnitts 112.

In einem Ausfihrungsbeispiel ist das Dichtmaterial 130 korro-
sionsbestidndig gegeniiber Sauerstoff und/oder Schwefelwasser-
stoff. Sollte sich aufgrund einer thermischen Ausdehnung oder
aus sonstigen Grinden der Gehausekdrper 120 vom ersten Lei-
terrahmenabschnitt 110 abldsen, kann wahrend des Produktions-
prozesses Schwefelwasserstoff oder generell Sauerstoff aus
der Luft an das Dichtmaterial 130 gelangen. Durch die Korro-
sionsbestandigkeit des Dichtmaterials 130 gegenliber Sauer-
stoff und/oder Schwefelwasserstoff kann dann eine Korrosion
des Dichtmaterials 130 vermieden werden. Korrosionsbestandig
bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das Dichtmaterial 130
von Sauerstoff beziehungsweise Schwefelwasserstoff nicht che-
misch verandert wird oder durch eine chemische Veranderung
eine korrodierte Schicht an einer Oberfldche des Dichtmateri-
als 130 entsteht, wobei die korrodierte Schicht an der Ober-
flédche einen Rest des Dichtmaterials 130 vom Sauerstoff be-
ziehungsweise Schwefelwasserstoff abschirmt und die korro-
dierte Schicht eine Starke von maximal einem Zehntel der Di-

cke des Dichtmaterials 130 aufweist.
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Die Fig. 9 bis 14 zeigen im linken Bereich jeweils einen
Querschnitt und im rechten Bereich jeweils eine Draufsicht
auf Zwischenprodukte wahrend der Herstellung eines optoelekt-
ronischen Bauelements 100. Das in Fig. 14 gezeigte optoelekt-
ronische Bauelement 100 entspricht dabei dem optoelektroni-
schen Bauelement der Fig. 5. Es ist jedoch auch mdéglich, ei-
nes der anderen gezeigten Ausfihrungsbeispiele mit dem Ver-

fahren herzustellen.

Fig. 9 zeigt einen Ausschnitt aus einer Platte 113 mit einem
auf die Platte 113 aufgebrachten Dichtmaterial 130. Das
Dichtmaterial 130 ist dabei flachig auf die Platte 113 aufge-
bracht. Das Dichtmaterial 130 bedeckt die gesamte Platte 113,
so dass in der Draufsicht nur das Dichtmaterial 130 zu sehen
ist. Die Platte 113 kann aus Metall, insbesondere aus einem
Metallblech, beispielsweise einem Kupferblech, bestehen. Ab
hier wird nur der Teilbereich der Platte, der zweil Leiterrah-
menabschnitte 110, 112 fiir ein optoelektronisches Bauelement
100 umfasst, gezeigt. Es kdnnen jedoch auch mehrere opto-
elektronische Rauelemente 100 ausgehend von einer Platte 113
erzeugt werden, fir die dann noch ein Vereinzelungsschritt

vorgesehen sein kann.

Fig. 10 zeigt die Platte 113 der Fig. 9 nach einem weiteren
Verfahrensschritt, bei dem die Platte 113 der Fig. 9 in einen
ersten Leiterrahmenabschnitt 110 und einen zweiten Leiterrah-
menabschnitt 112 strukturiert wurde. Das Strukturieren kann
beispielsweise durch einen Stanzprozess oder einen Laser-
schneidprozess oder einen Atzprozess erfolgt sein. Das Dicht-
material 130 liegt noch in derselben Form wie in Fig. 9 vor,
so dass in der Draufsicht weiterhin nur das Dichtmaterial 130
zu sehen ist. Anstelle der in Fig. 9 und 10 beschriebenen
Reihenfolge kann auch vorgesehen sein, dass zunachst die
Platte 113 in Leiterrahmenabschnitte 110, 112 strukturiert
wird und anschlieRend das Dichtmaterial 130 auf die Leiter-

rahmen 110, 112 flachig aufgebracht wird.
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Fig. 11 zeigt die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 der Fig. 10
nach einem weiteren Verfahrensschritt. Das Dichtmaterial 130
wurde im Bereich der Leiterrahmenabschnitte 110, 112 struktu-
riert, so dass sich in der Draufsicht ein achtformig angeord-
netes Dichtmaterial 130 mit jeweils einer freiliegenden Ober-
flache der Leiterrahmenabschnitte 110, 112 in den freien Be-

reichen des achtfdrmigen Dichtmaterials 130 ergibt.

Es kann ebenso vorgesehen sein, dass ausgehend von Fig. 9 zu-
nachst das Dichtmaterial 130 und erst anschlieBend die Me-
tallplatte 113 strukturiert werden. Ebenso kann es vorgesehen
sein, dass auf die Metallplatte 113 oder die Leiterrahmenab-
schnitte 110, 112 ein bereits vorstrukturiertes Dichtmaterial
130 aufgebracht wird.

Fig. 12 zeigt die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 mit dem
Dichtmaterial 130, nachdem ein Gehadusekdrper 120 um die Lei-
terrahmenabschnitte 110, 112 geformt wurde. Der GehausekoOrper
120 umschlielt dabei die in den auBeren Randbereichen ange-
ordneten Teile des Dichtmaterials 130. Der zwischen den bei-
den Leiterrahmenabschnitten 110, 112 angeordnete mittlere
Teil 133 des Dichtmaterials 130 wird jedoch nicht vom Gehau-
sekdrper 120 bedeckt, sondern grenzt nur an seiner Unterseite
132 zwischen den beiden Leiterrahmenabschnitten 110, 112 an
den Gehdusekorper 120 an. In der Draufsicht sind also der
erste Leiterrahmenabschnitt 110 und der zweite Leiterrahmen-
abschnitt 112 mit dem dazwischenliegenden Dichtmaterial 130
zu sehen. Ansonsten sind weitere Teile der Leiterrahmenab-
schnitte 110, 112 und des Dichtmaterials 130 vom Gehdausekor-

per 120 bedeckt und umschlossen.

Fig. 13 zeigt das optoelektronische Rauelement 100 nach einem
weiteren Verfahrensschritt, bei dem ein optoelektronischer
Halbleiterchip 150 auf den ersten Leiterrahmenabschnitt 110
angebracht wird. Der optoelektronische Halbleiterchip 150 be-
findet sich in der durch den Gehausekdrper 120 und die Lei-
terrahmenabschnitte 110, 112 gebildeten Kavitat 125. Mit ei-
nem Bonddraht 151 ist der optoelektronische Halbleiterchip
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150 elektrisch leitfdhig mit dem zweiten Leiterrahmenab-

schnitt 112 wverbunden.

Fig. 14 zeigt das optoelektronische Rauelement 100 nach einem
weiteren Verfahrensschritt, bei dem die durch den Gehausekor-
per 120 und die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 gebildete Ka-
vitat 125 durch ein Vergussmaterial 160 aufgefillt wurde. In

der Draufsicht ist nun nur noch der Gehdusekorper 120 und das

Vergussmaterial 160 in der Kavitat 125 zu erkennen.

Fig. 15 zeigt einen Leiterrahmen 114 mit jeweils vier ersten
Leiterrahmenabschnitten 110 und vier zweiten Leiterrahmenab-
schnitten 112. Die ersten Leiterrahmenabschnitte und zweiten
Leiterrahmenabschnitte sind dabei jeweils nebeneinander ange-
ordnet und nicht direkt miteinander verbunden. Uber Stege 115
sind die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 jedoch so miteinan-
der verbunden, dass ein stabiler Leiterrahmen 114 entsteht.
Der Leiterrahmen 114 ist dabei eingerichtet, insgesamt vier
optoelektronische Bauelemente zu ermdéglichen. Dazu kann der
Leiterrahmen 114 an den mit Pfeilen gekennzeichneten Stellen
durch beispielsweise einen Sageschnitt vereinzelt werden,
nachdem ein in Fig. 15 nicht gezeigter GehdusekOrper erstellt

wurde.

Fig. 16 zeigt den Leiterrahmen 114 der Fig. 15, nachdem ein
Dichtmaterial 130 auf jeweils zueinander gehorige Leiterrah-
menabschnitte, die jeweils einen ersten Leiterrahmenabschnitt
110 und einen zweiten Leiterrahmenabschnitt 112 umfassen,
aufgebracht wurde. Gestrichelt ist dabei unterhalb des Dicht-
materials der Verlauf der Leiterrahmenabschnitte zu erkennen.
Das Aufbringen des Dichtmaterials 130 auf die Leiterrahmenab-
schnitte 110, 112 kann dabei durch Auflegen der einzelnen
Stlicke des Dichtmaterials 130 oder durch ein fldchiges Auf-
bringen des Dichtmaterials 130 in Form einer Folie und an-
schlielRendes Strukturieren des Dichtmaterials, beispielsweise
durch einen Stanzprozess, erfolgen. Der Leiterrahmen der Fig.

15 und 16 kann nun in einen Geh&dusekdrper eingebettet werden
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und bildet damit die Ausgangsbasis flr vier optoelektronische

Halbleiterbauelemente.

Es kann vorgesehen sein, dass das Dichtmaterial 130 nicht
komplett um die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 umlaufend an-
geordnet ist, sondern im Bereich der Stege 115 Liicken im
Dichtmaterial 130 vorliegen. Ebenso kann es vorgesehen sein,
dass die Leiterrahmenabschnitte 110, 112 und die Stege 115
jeweils am Rand mit dem Dichtmaterial 130 bedeckt werden und
dadurch das Dichtmaterial 130 nicht um die Leiterrahmenab-
schnitte 110, 112 umlaufend angeordnet ist, nachdem die opto-

elektronischen Bauteile 100 vereinzelt wurden.

Es ist moglich, dass der Leiterrahmen 114 weniger oder mehr
als vier erste Leiterrahmenabschnitte 110 und zweite Leiter-

rahmenabschnitte 112 umfasst.

Obwohl die Erfindung im Detail durch die bevorzugten Ausfih-
rungsbeispiele ndher illustriert und beschrieben wurde, ist
die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele einge-
schrankt und andere Variationen koénnen vom Fachmann hieraus
abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu

verlassen.
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PATENTANSPRUCHE

Optoelektronisches Bauelement (100) mit einem ersten Lei-
terrahmenabschnitt (110) und einem Gehdusekdrper (120),
wobei der Gehausekdrper (120) an den ersten Leiterrahmen-
abschnitt (110) angrenzt, wobei ein Dichtmaterial (130)
auf dem ersten Leiterrahmenabschnitt (110) angeordnet
ist, wobei das Dichtmaterial (130) zumindest teilweise
vom Gehausekdrper (120) bedeckt ist, wobei auf dem ersten
Leiterrahmenabschnitt (110) ein optoelektronischer Halb-
leiterchip (150) angeordnet ist, wobei der optoelektroni-
sche Halbleiterchip (150) zumindest teilweise mit einem
Vergussmaterial (160) bedeckt ist, und wobei das Verguss-
material (160) an den ersten Leiterrahmenabschnitt (110)

und an den Gehausekdrper (120) angrenzt.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach Anspruch 1, wo-
bei das Dichtmaterial (130) eine mechanische Vorspannung
aufweist, wobei die mechanische Vorspannung des Dichtma-
terials (130) eine verbesserte Abdichtung zwischen dem

ersten Leiterrahmenabschnitt (110) und dem Dichtmaterial
(130) sowie zwischen dem Dichtmaterial (130) und dem Ge-

hausekorper (120) bewirkt.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 oder 2, wobei die mechanische Haftung zwischen
dem Dichtmaterial (130) und dem ersten Leiterrahmenab-
schnitt (110) groéBer ist als die mechanische Haftung zwi-
schen dem Gehdusekdrper (120) und dem ersten Leiterrah-
menabschnitt (110).

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, wobei das Dichtmaterial (130) einen

rechteckigen Querschnitt aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, wobei das Dichtmaterial (130) an einem

Rand (111) des ersten Leiterrahmenabschnittes (110) ange-
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10.

11.

ordnet ist und den Rand (111) des ersten Leiterrahmenab-
schnitts (110) {berragt.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 5, wobei das Dichtmaterial (130) als Folie,

insbesondere als strukturierte Folie, ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 6, wobei das Dichtmaterial (130) elektrisch

isolierend ausgebildet ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 7, wobei das Dichtmaterial (130) einen
Kunststoff, ein Leiterplattenmaterial oder einen schwer

entflammbaren Verbundwerkstoff aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 8, wobei das Dichtmaterial (130) umlaufend
um den optoelektronischen Halbleiterchip (150) auf dem

ersten Leiterrahmenabschnitt (110) angeordnet ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriche 1 bis 9, wobei der erste Leiterrahmenabschnitt
(110) und der Gehdusekdrper (120) eine Kavitat (125) bil-
den, wobei der optoelektronische Halbleiterchip (150) in-
nerhalb der Kavitat (125) angeordnet ist, und wobei die
Kavitat (125) zumindest teilweise mit dem Vergussmaterial
(160) gefillt ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der An-
spriiche 1 bis 10, wobei das Bauelement (100) einen zwei-
ten Leiterrahmenabschnitt aufweist, wobeli der GehdusekoOr-
per (120) an den zweiten Leiterrahmenabschnitt (112) an-
grenzt, wobei das Dichtmaterial (130) an den ersten Lei-
terrahmenabschnitt (110) und den zweiten Leiterrahmenab-
schnitt (112) angrenzt und mit beiden Leiterrahmenab-
schnitten (110, 112) verbunden ist.
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12.

13.

14.

15.

Optoelektronisches Bauelement (100) nach einem der einem
der Anspriiche 1 bis 10, wobei das BRauelement (100) einen
zwelten Leiterrahmenabschnitt (112) aufweist, wobei der
Gehausekdrper (120) an den zweiten Leiterrahmenabschnitt
(112) angrenzt wobei der zweite Leiterrahmenabschnitt
(112) ein weiteres Dichtmaterial (131) aufweist, wobei
durch das weitere Dichtmaterial (131) eine verbesserte
Abdichtung zwischen dem zweiten Leiterrahmenabschnitt
(112) und dem Gehdusekdrper (120) bewirkt wird.

Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau-

elements (100) mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Leiterrahmenabschnitts (110);

- Aufbringen eines Dichtmaterials (130) auf den Leiter-
rahmenabschnitt;

— Formen eines Materials derart, dass das Material ei-
nen Gehdusekorper (120) bildet, wobei das Material an
den Leiterrahmenabschnitt (110) und das Dichtmaterial
(130) angrenzt;

- Aufbringen eines optoelektronischen Halbleiterchips
(150) auf den Leiterrahmenabschnitt (110);

— Bedecken des optoelektronischen Halbleiterchips (150)

mit einem Vergussmaterial (160).

Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bau-

elements nach Anspruch 13, wobei das Bereitstellen des

Leiterrahmenabschnitts (110) die folgenden Schritte um-

fasst:

- Bereitstellen einer Platte (113);

- Strukturieren der Platte (113) in einen Leiterrahmen
(114) mit mehreren Leiterrahmenabschnitten (110,
112).

Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Strukturieren der
Platte (113) vor dem Aufbringen des Dichtmaterials (130)
erfolgt.
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Verfahren nach Anspruch 14, wobei das Strukturieren der
Platte (113) nach dem Aufbringen des Dichtmaterials (130)
erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 16, mit den zu-
sdtzlichen Schritten:
— Flachiges Aufbringen des Dichtmaterials (130);

— Strukturierung des Dichtmaterials (130).

Verfahren nach Anspruch 17, wobei das flachige Aufbringen
des Dichtmaterials (130) durch Auflegen einer Folie auf
einen oder mehrere Leiterrahmenabschnitte (110, 112),
insbesondere die Platte (113) erfolgt.
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